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P a t e n t a n.s p r U c h e 

Festkorperanzeigevorrichtung mit einem Halbleitersubstrat, 
enthaltend wenigstens zwei mesaformig geatzte VorsprUnge, 
die ;Je eine auf dem Substrat sich fortsetzende erste Zone 
erster Leitf ahigkeitsart , eine zweite Zone einer 

der ersten Leitf ahigkeit entgegengesetzten zweiten 
Leitfahigkeitsart und eine auf der Oberflache der zweiten 
L Zone gebildete Elektrode aufweisen, wobei wenigstens einer 
der mesaformig geatzten VorsprUnge zwischen der ersten und 
der zweiten Zone einen lichtemittierenden p-n-Ubergang 
aufweist, durch den ein lichtemittierendes Segment gebil- 
det ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein anderer (6) der mesaformig geatzten 
VorsprUnge (6,7) Zonen unterschiedlicher Leitf ahigkeitsart 
(1 f 2 1 ) aufweist, die sich ohne Bildung einer Obergangs- 
sperrschicht zwischen ihnen beruhren, so dass ein ohmisch 
kontaktierendes Segment (9 1 ) gebildet ist. 

Festkorperanzeigevorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem anderen mesaformig geatzten 
Vorsprung (6) die erste Zone (1) und die zweite Zone (2 1 ) 
einander mit einer zwischen ihnen liegenden kurzgeschlos- 
senen Schnittf lache beruhren. 

Festkorperanzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Substrat einkristallines 
GaP mit einer (^T^-Flache als Hauptf lache ist. 
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4. Festkorperanzeigevorrichtung nach Anspruch 3» dadurch 
gekennzeichnet, dass das Substrat (1) n-leitend und die 
zweite Zone (2) eine p-leitende Epitaxieschicht is t. 

5. Verfahren zur Herstellung einer Festkorperanzeigevorrich- 
tung, dadurch gekennzeichnet, dass auf einem einkristalli- 
nen Halbleitersubstrat (1) einer ersten Leitf ahigkeitsart 
eine Epitaxieschicht^ 2) einer zur ersten Leitf ahigkeits- 

' art entgegengesetzten zweiten Leitf ahigkeitsart erzeugt 
und dadurch ein p-n-Ubergang zwischen dem Halbleiter- 
substrat und der E P itaxieschicht ge bildet wird, 
dass wenigstens zwei Metallelektroden (9, 9') eines spe- 
ziellen Musters auf der Epitaxieschichtggbildet verden, 

dass das Halbleitersubstrat unter Benutzung der Metall- 
elektroden als Atzmasken derart mesa-geatzt wird, dass 
wenigstens zwei mesaformig geatzte VorsprUnge (6, 7) des 
speziellen Musters erzeugt werden, 

und dass der p-n-Ubergang in wenigstens einem der mesa- 
formig geatzten VorsprUnge (6) kurzgeschlossen wird, wah- 
rend der p-n-Ubergang in wenigstens einem anderen (7) der 
mesaformig geatzten VorsprUnge belassen wird. 

6. Festkorperanzeigevorrichtung mit einem Halbleitersubstrat, 
enthaltend 

wenigstens einen mesaiormig geatzten, lichtemittierenden 
Vorsprung mit einer ersten Zone einer ersten Leitfahig- 
keitsart, rait einer zweiten Zone einer der ersten Leit- 
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fShigkeitsart entgegengesetzten zweiten Leitf ahigkeitsart 
und mit einer auf der Oberflache der zweiten Zone gebil- 
deten Elektrode, wobei die erste Zone und die zweite Zone 
einen lichtemittierenden p-n-Ubergang zwischen sich bilden, 

gekennzeichnet durch wenigstens einen inesaformig geatzten 
ohmisch kontaktierenden Vorsprung (6) mit einer dritten 
Zone (1) der ersten Leitf ahigkeitsart, einer vierten Zone 
* (2 1 ) der zweiten Leitfahigkeitsart und einer auf der Ober- 
flache der vieren Zone (2 f ) gebildeten weiteren Elektro- 
de (9')» wobei die dritte Zone, die vierte Zone und die 
weitere Elektrode dieselben Ursprunge und Eigenschaf ten 
wie die erste Zone, die zweite Zone und die auf der zwei- 
ten Zone aufgebrachte Elektrode haben, die dritte Zone (1) 
und die vierte Zone (2 f ) jedoch ohne p-n-Ubergangssperr- 
schicht zwischen sich aneinander grenzen. 
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11 Festkorperanzeigevorrichtung und Verfahren zu deren 
Herstellung 11 

Prloritat: 12. April 1976, Japan, Nr. Sho 51-41586 (41586/1976) 

Die Erfindung betrifft eine Festkorperanzeigevorrichtung ge- 
mass Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zu deren 
Herstellung. 

Eine solche Festkorperanzeigevorrichtung ist vorzugsweise 

aus einem Halbleiterkristall einer III-V-Verbindung hergestellt. 

In JUngerer Zeit ist die Technik zur Herstellung von sogenann- 
ten III-V-Halbleiterkristallen betrachtlich weitergebildet 
worden, so dass man in der Lage war, eine mehrere licht- 
emittierende Dioden aufweisende Festkorperanzeigevorrichtung 
mit einem Einkristall einer III-V-Verbindung herzustellen. 
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Eine bekannte Festkorperanzeigevorrichtung weist die in Fig.1 
gezeigte Struktur auf (wie sie beispielsweise in der US-PS 
3 456 167 beschrieben ist) , bei der lichtemittierende Segmente 
durch p-n-Ubergange gebildet werden, die in einer bekannten 
Planers truktur gebildet sind, Oder die in Fig. 2 gezeigte 
Struktur (die beispielsweise in der US-PS 3 419 742 beschrie- 
ben ist) 9 bei der lichtemittierende Segmente durch p-n- , 
Uberg&nge gebildet sind, die in einer bekannten Mesa-Struktur 
gebildet sind. Solche herkommlichen lichtemittierenden Vor- 
richtungen haben den Nachteil, dass das von den p-n-Ubergangen 
emittierte Licht in alle Richtungen des transparenten Substrats 
gestreut wird, was dazu fUhrt, dass die Kontur der dargestell- 
ten Ziffer, des darges tell ten Buchstabens oder des dargestell- 
ten Zeichens unklar wird. 

Bei der herkommlichen Vorrichtung gemass Fig. 1 , bei der in 
einem n-leitenden GaP-Substrat 1 f p-leitende dif fundierte 
Zonen 2 1 gebildet sind, sodass zwischen diesen ein p-n-Obergang 
besteht, und bei der ein Paar Elektroden 3 und 4 vorgesehen 
ist t die mit dem n-leitenden Substrat V bzw. dem p-leitenden 
diffundierten Zonen 2' verbunden sind, wird Licht von den 
Zonen um die p-n-Obergange ausgestrahlt. Das emittierte Licht 
streut in alle Teile des Substrates 1 1 und wird von alien Tei- 
len des Substrates nach aussen gestrahlt, wodurch die Kontur 
des angezeigten Musters unkenntlich wird. Um die Kontur klar 
und deutlich zu machen, ist es deshalb erf orderlich, eine 
Licht abschirmende Maske 5 mit Offnungen eines festgelegten 
Musters zu bilden. Bei der herkommlichen Mesa-Vorrichtung ge- 
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mass Fig. 2, bei der p-leitende, epitaktisch erzeugte Zonen 2" 
auf einem n-leitenden Substrat 1" gebildet und die epitaktisch 
gezuchteten Zonen 2" und ein Teil des Substrats 1 n mesaformig 4 
geatzt sind, um inehrere Mssa-Vorsprunge zu erzeugen, wobei 
auf einem Teil einer jeden Licht emittierenden Stirnf la che 
eine Elektrode 4" gebildet ist, wird das Licht von den Zonen 
um die p-n-Ubergange emittiert. Das emittierte Licht streut 
in alle Teile des Substrates 1" und wird von alien dessen 
Punkten nach aussen gestrahlt, wodurch die Kontur des ange- 
zeigten Musters unkenntlich wird. Um die Kontur mit der Vor- 
richtung gemass Fig. 2 klar und deutlich zu machen, sollte 
die Mesa-Atzung sehr tief gemacht werden, um durch Erzeugung 
der mesa-geatzten Oberflachen zu verhindem, dass eine uner- 
wiinschte Emission von Licht, das von einem anderen Teil als 
den ein Muster bildenden Stirnflachen nach aussen abgestrahlt 
wird f auftritt. 

Uberdies sind bei beiden bekannten Vorrichtungen nach den 
Figuren 1 und 2 die Elektroden auf einem Teil der Licht emit- 
tierenden Flachen der Vorrichtung vorgesehen f und. deshalb 
geht ein Teil des emittierten Lichtes durch die Abschirmwir- 
kung dieser Elektroden verloren. 

Ein eigener alterer Vorschlag zur Uberwindung des geschilder- 
ten Problems besteht in einer Festkorperanzeigevorrichtung 
mit einem Halbleitersubstrat $ das wenigstens einen mesa- 
formigen Teil mit einem darin befindlichen p-n-Ubergang auf- 
weist und eine erste Elektrode auf dessen Stirnf lache. 
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Dieses Substrat welst eine zweite Elektrode auf 9 wobei vom 

Licht 

p-n-Ubergang mittels Totalref lexion /durch die mesa -fQnnig 
ge&tzte schrSge Flache geleitet und von der Bodenoberflache 
des Substrats abgestrahlt wird. Diese Bodenoberflache liegt 
auf derjenigen Seite des Substrats, die der die Elektrode auf- 
weisenden OberflSche entgegengesetzt ist (altere Anmeldung 
P 2 626 564.5). 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte 
Festkorperanzeigevorrichtung verfiigbar zu raachen, die eine 
klare und helle Anzeige ermoglicht und zur einfachen Massen- 
produktion geeignet ist. 

Diese Aufgabe wird bei der vorausgesehenen Festkorperanzeige- 
vorrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patent- 
anspruchs 1 gelost. Ein Verfahren zur Herstellung der erf in- 
dungsgemSssen Festkorperanzeigevorrichtung gibt Anspruch 5 an* 

Somit besteht die LSsung der Aufgabe in einer ein Halbleiter- 
substrat umfassenden Festkorperanzeigevorrichtung mit wenig- 
stens zwei mesa-f ormigen Teilen, von denen jeder eine sich 
auf dem Substrat fortsetzende erste Zone eines ersten Leit- 
f&higkeitstyps » eine zweite Zone mit einem dem Leitf ahigkeits- 
typ der ersten Zone entgegensetzten anderen Leitfahigkeitstyp 
und eine auf der Oberflache der zweiten Zone gebildete Elektrode 
aufweist. Wenigstens einer der mesa-formig geatzten Teile 
weist zwischen der ersten Zone und der zweiten Zone einen p-n- 
Ubergang auf. In wenigstens einera weiteren der mesa-formig 
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geatzten Teile ist der p-n-Ubergang durch Anlegen einer iiber- 
massigen Sperrspannung an diesen zum Durchbruch gebracht wor- 
den, wodurch ein ohmscher Kontakt zwischen diesen gebildet 
1st, Von den p-n-Ubergangen emittiertes Licht wird mittels des 
Phanomens der Totalref lexion durch die bei der mesa-Atzung 
entstandenen Schragf lachen effizient geleitet und dann von den 
Bodenoberf lachen des Substrats emittiert. Diese Bodenoberf la- 
chen liegen auf derjenigen Seite des Substrats, die denen mit 
Elektroden versehenen Flachen entgegengesetzt sind*. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfuhrungsformen 
naher erlautert. In der zugehorigen Zeichnung zeigen : 

Figuren 1 und 2 Seitenschnittansichten bekannter Vorrich- 

tungen; 

Fig. 3 eine Seitenschnittansicht einer AusfUhrungs- 

form einer erf indungsgemassen Vorrichtung; 

Fig. 4a) bis d) schematische Seitenschnittansichten zur Er- 

lauterung von Herstellungsschritten fUr die 
erf indungsgemasse Vorrichtung; 

Fig. 5 eine Riickansicht der Halbleiterscheibe der 

in Fig. 3 gezeigten Ausf uhrungsf orm; 

Fig. 6 eine Vorderansicht der die Halbleiterscheibe 

der Fig. 5 tragenden Tragerplatte . 

Die vorliegende Erf indung ■ wird nachfolgend anhand der Figuren 
3 bis 6 erlautert, welche eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
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der erfindungsgemassen Vorrichtung zeigen. 

Gem&ss Fig. 3 umfasst die erf indungsgemasse Festkorperanzeige- 
vorrichtung ein Einkristall-Halbleitersubstrat einer III-V- 
Verbindung einer Leitfahigkeitsart. Beispielsweise handelt es 
sich bei dem Substrat 1 um einen n-leitenden GaP-Einkristall 
mit einer Dicke von 0,2 mm bis 0,3 mm. Eine (1T7)-Flache des 
III-V-Einkristalls wird als Hauptflache verwendet. Auf der 
(71^) -Hauptflache des Substrats 1 ist durch eine bekannte 
FlUssigphasen-Epitaxie-Zuchtungsmethode eine n-leitende GaP- 
Schicht 2 mit einer Dicke von etwa 20^um gebildet. Zwischen 
dem n-leitenden Substrat 1 und der p-leitenden Zone 2 besteht 
ein p-n-t)bergang, auch p-n-Sperrschicht genannt. Auf dem Sub- 
strat 1 sind dann wenigstens zwei mesa-formig geatzte Vor- 
sprUnge 7 und 6 gebildet. Jeder der mesa-formig geatzten Vor- 
sprUnge 7 weist einen p-n-Ubergang 102 zwischen der n-leitenden 
Zone 1 und der p-leitenden Zone 2 auf. Ein weiterer mesa-formig 
geatzter Vorsprung 6 weist keine p-n-Sperrschicht zwischen der 
n-leitenden Zone 1 und der p-leitenden Zone 2 auf. Die Grenz- 
schicht zwischen der n-leitenden Zone 1 und der p-leitenden 
Zone 2 ist namlich nicht als Ubergangssperrschicht , sondern 
als eine einen ohmschen Kontakt bildende Grenzschicht ausge- 
bildet. Auf alien Stirnflachen der M e sa-Teile 7 und 6 sind 
Elektroden erzeugt. Diese Elektroden sind sowohl mechanisch 
als auch elektrisch, beispielsweise durch Lotschichten 10 und 
10' , mit Leitern 11 und 12 verbunden, bei denen es sich bei- 
spielsweise um eine Au-platierte Cu-Schicht handelt, die auf 
der aus einem Isolator, beispielsweise Keramik wie Aluminium- 

oxid, hergestellten Tragerplatte 8 gebildet ist. 
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Zur Anzeige mittels Lichtemission wird die beschrlebene Vor- 
richtung mit einer Gleichspannungsquelle verbunden, wobei nach 
Wahl einer oder mehrere der Leiter 11 mit einem positiven An- 
schluss und der Leiter 12 mit einem negativen Anschluss der 
Spannungsquelle verbunden sind. Venn die Gleichspannung in 
Durch lassrichtung fur den p-n-Obergang 102 angelegt wird, wird 
in Nachbarschaft des p-n-Ubergangs 102 Licht emittiert, das 
mittels Totalreflexionen durch die mesa-fbrmig geatzten 
Schragwande durch die Bodenoberf lache 101 nach aussen gelei- 
tet wird. Da die Bodenoberf lache 101 kein Hindernis, wie Elek- 
troden, aufweist, geht nichts von dem emittierten Licht in- 
folge Abschirmung durch eine Elektrode verloren, so dass das 
emittlerte Licht auf wirksame Weise von der Bodenoberf lache 
101 nach aussen gestrahlt wird. 

Eine Methode zur Herstellung der erf indungsgemassen Vorrich- 
tung wird nachfolgend anhand der Figuren 4 a) bis d) er- 
lautert . 

Als Ausgangsbasis wird ein Einkristall-Halbleitersubstrat einer 

III-V-Verbindung einer ersten Leitf ahigkeitsart , beispielsweise 

ein n-leitendes GaP-Einkristallsubstrat 1 , mit einer Dicke von 

0,2 bis 0,3 mm als Ausgangssubstrat verwendet. Eine 

Flache des Einkristalls wird als Hauptflache verwendet. Als 

Donatordotierstoff befindet sich im Substrat S mit einer Kon- 

zentration von 3 bis 8 x 10 17 Atomen/cm 3 . Dann wird gemass 

Fig. 4 a) eine dunne Epitaxieschicht 1 10 desselben Halbleiters 

und der ersten Leitf ahigkeitsart, beispielsweise n-leitendes 

GaP mit einer Dicke von etwa 20 bis 30/um, erzeugt und zwar 
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beispielsweise durch eine bekannte FlUssigphasen-Epitaxfe- 

zUchtungsmethode • Als Donatordotierstof f fiir die Epitaxje- 

schicht 110 wird fUr Rotstrahlung Te in einer Konzentration 

von 8 bis 10 x 10 1 ^ Atomen/cm' und werden fur GrUnstrahlung 

17 3 

N in einer Konzentration von 1 - 2 x 10 ' Atomen/cnr und 
Te in einer Konzentration von 8-10x10 16 Atomen/cm 3 verwen- 
det. Die n-leitende Epitaxieschicht 110 bildet im Schnittbild 
der Fig. 3 einen Teil des n-leitenden Einkristallsubstrats 1. 

Gem&ss Fig. 4b) wird auf der Oberflache der Epitaxieschicht no 
eine weitere dlinne Epitaxieschicht 2 einer zweiten, d.h. f zur 
LeitfShigkeitsart der dUnnen Epitaxieschicht 1 10 entgegengesetz- 
ten Leitfahigkeitsart, erzeugt, beispielsweise eine p-leitende 
GaP-Schicht mit einer Dicke von etwa 20 bis 30^um, die bei- 
spielsweise durch einen weiteren Fliissigphasen-EpitaxiP" 

ZUchtungsschritt erzeugt wird. Als Akzeptordotierstof f fUr die 

Paare von Zn und O 

p-leitende EjAtacieschicht 2 werden fur Rotstrahlung / in einer 

17 ^ 

Konzentration von 1 - 2 x 10 ' Atomen/cm^ verwendet. Im Fall 
von GrUnstrahlung werden Zn in einer Konzentration von 
1 - 2 x 10^ 8 Atomen/cra^ und N in einer Konzentration von 
1 - 2 x 10 1 ^ Atomen/cm 3 verwendet. Zwischen der n-leitenden 
Epitaxieschicht no U nd der p-leitenden Epitaxieschicht 2 i S t 
ein p-n-Ubergang gebildet. 

Dann werden gemass Fig, 4c) mittels einer bekannten Metall- 
dampf-Niederschlagsmethode und einer bekannten Elektrodenfor- 
mungsmethode (wie chemisches Plattieren) v/enigstens zwei Metall- 
elektrodenschichten 9 und 9* mit einem speziellen Muster auf 
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der Oberflache der zweiten Epitaxieschicht2 gebildet. 
Beispielsweise ist Au, das eine geringe Menge (beispielsweise 
1 Prozent) Be enthalt, fiir die Metallelektrodenschichten 9 und 
9 1 geeignet. 

Als nachstes wird die Scheibe unter Verwendung der Metall- 
elektrodenschichten 9 und 9' als Atzmasken gemass Fig* 4d) 
mesa-formig geatzt. Als Atzmittel fiir die Mesa-Atzung ist 
heisse und hochkonzentrierte Phosphorsaure mit einer Tempera- 
tur von 130 bis 200 °C und einer Konzentration von 70 bis 95 Vo- 
lumenprozent geeignet, wobei eine Tempera tur von 150 bis 180°C 
und eine Konzentration von etwa 90 Volumenprozent zu bevor- 
zugen sind. g e i Verwendung des genannten Atzmittels fiir die 
Atzung der ( ^ 1 )-Hauptf lache des GaP-Einkris tails wird die 
Atzung mit einer Geschwindigkeit von 12^um/Minute vollzogen, 
und es wird eine mesa-formig geatzte Oberflache gebildet, die 
einen Winkel von etwa 50° gegeniiber der (lll)-Hauptf lache 
aufweist. Dieser Winkel von 50° ist geeignet fiir eine Re- 
flexion durch das Phanoraen der Totalref lexion des am p-n- 
Ubergang emittierten Lichtes in den mesa-formig geatzten Vor- 
spriingen durch die Bodenoberf lache 101 nach aussen. 
Die Scheibe wird dann dadurch elektrisch und mechanisch an- 
geschlossen, dass die Metallelektroden 9 und 9* auf die Leiter- 
schichten 11 und 12 einer Tragerplatte 8 aus Keramik aufgelotet 
werden, wie es Fig* 3 zeigt. 

Schliesslich wird eine elektrische Behandlung vorgenommen, urn 

den p-n-Ubergang im mesa-formig geatzten Vorsprung 6 kurzzu- 

schliessen und zum Durchbruch zu bringcn, wodurch der p-n-Uber- 
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gang in eine ohmisch kontaktierende Verbindungsf lSche umgewan- 
delt wird. Die Behandlung gent so vor sich, dass eine Sperr- 
gleichspannung angelegt wird, welche die Sperrdurchbruchs- 
spannung des p-n-Ubergangs Ubersteigt. Beispielsweise wird bei 
einer Vorrichtung gemass Fig. 3, die rot strahlt, eine Sperr- 
spannung von 10 bis 12 V angelegt, wobei die positive Polari- 
tat an den Leiter 12 angelegt wird und die negative Polaritat 
an das Substrat 1 , beispielsweise durch Beriihren mit einer 
Nadel, die mit dem negativen Anschluss der Quelle verbunden 
ist, und dadurch wird der p-n-Ubergang im Vorsprung 6 zum 
Durchbruch gebracht. Im Fall der Herstellung einer grUn strah- 
lenden Vorrichtung wird zur Herbeifuhrung des Durchbruchs eine 
Spannung von 30 bis 40 V angelegt. 

Die mittels der beschriebenen Verfahrensschritte erhaltene 
Anzeigevorrichtung emittiert Licht von den Licht emittierenden 
Obergangen 102, wenn eine Spannung derart angelegt wird, dass 
das positive Potential am Leiter 11 und das negative Potential 
am Leiter 12 anliegt. 

Ein tatsachliches Beispiel einer Sieben-Segment-Zif f ernanzeige- 
vorrichtung ist in den Figuren 5 und 6 gezeigt. Dabei zeigt 
Fig, 5 eine Ruckansicht eines Substrats 1 mit sieben Ziffer- 
anzeigesegmenten 7, . mit einem Punktanzeigesegment 7 * una 
einem ohmisch kontaktierenden Teil 6* Die Anzeigesegmente 7, ... 
sind die mesa-formig geatzten Vorsprunge 7, ... die 3© einen 
Licht emittierenden p-n-Ubergang enthalten. Beim ohmisch kon- 
taktierenden Teil 6 handelt es sich urn die mesa-formig geatzten 
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Vorsprunge, in denen der p-n-Ubergang dadurch zerstort worden 
ist, dass dessen Durchbruch herbeigefiihrt worden ist. 
Die in Fig. 5 gezeigten Elektroden 9,... und 9' auf den mesa- 
fonnig geatzten Vorsprungen 7,... und 6 sind mit den Leitem 
11,... bzw. 12 der in Fig. 6 in Vorderansicht gezeigten Trager- 
platte 8 verbunden. 

Anstelle des erwahnten GaP-Kristalls kann ein Kristall oder 
konnen Kristalle aus GaAsP oder GaN gleichermassen verwendet 
werden, da diese Kristalle physikalische und chemische Eigen- 
schaften haben, die denen von GaP analog sind. GaAs mit der 
(100)-Hauptflache kann unter Benutzung eines Atzmittels aus 
NaOH und H 2 0 2 ebenfalls verwendet werden. 

Die vorliegende Erfindung bringt folgende Vorteile mit sich : 

Da alle Elektroden der Halbleiterscheibe auf den Stirnflachen 
der mesa-formigen Vorsprunge vorgesehen sind, besteht kein Be- 
durfnis, eine zusatzliche Elektrode auf der Bodenoberflache 
oder auf dem mesa-formig geatzten unteren Teil des Substrats 1 
zu bilden, und deshalb ist sowohl die mechanische als auch die 
elektrische Verbindung der Halbleiterscheibe mit der TrSger- 
platte sehr leicht, und es besteht keine Notwendigkeit, eine 
Verbindung an der Bodenoberflache des Substrats 1 herzustellen. 
Da keine Elektrode auf der Lichtausgangsoberf lache 101 vorhan- 
den ist, tritt Uberdies kein Verlust an emittiertem Licht in- 
folge einer Abschirmung durch die Elektrode auf. 

Da sich alle Elektroden der Halbleiterscheibe auf einer Ober- 
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flache des Substrats befinden, die der Lichtausgangsober- 
flSche 101 entgegengesetzt ist, kann, wenn die Tragerplatte 8 
in Form einer integrierten Schaltung als Treib- oder Steuer- 
schaltung hergestellt wird, welche das den Elektroden zuge- 
flihrte Signal erzeugt, die Herstellung der Anzeigevorrichtung 
effizient gemacht werden, indem eine manuelle Verdrahtung auT 
der entgegengesetzten Oberflache vermieden wird, Mittels einer 
sol chen {Combination rait der integrierten Schaltung bietet die 
Vorrichtung eine recht grosse Anwendungsvielfaltigkeit. 

Da die durch *fesa-Atzung erhaltenen schragen Oberflachen der 
mesa-f 5rmig geatzten Vorspriinge 7 > . . . das von den Licht emit- 
tierenden Ubergangen 102,..* emittierte Licht wirkungsvoll re- 
flektieren, sind die Konturen der emittierenden Segraente klar 
und die Anzeige ist hell. 
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FIG. 5. FIG. 6. 
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